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Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Min Max Min Max
D 6.400 6.600 0.252 0.259
E 4.300 4.500 0.169 0.177
b 0.190 0.300 0.007 0.012
c 0.090 0.200 0.004 0.008
E1 6.250 6.550 0.246 0.258
A 1.200 0.047
A2 0.800 1.000 0.031 0.039
A1 0.050 0.150 0.002 0.006
e 0.65(BSC) 0.026(BSC)
L 0.500 ‘ 0.700 0.020 0.028
H 0.25(TYP) 0.01(TYP)
0 1° ‘ 7° 1° 7°
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Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches

Min Max Min Max
0.45 0.55 0.018 0.022

A 0.50 0.60 0.197 0.236
0.80 0.90 0.032 0.035

Al 0 0.05 0 0.002

b 0.2 0.30 0.008 0.012

b1 0.16REF 0.0063REF

c 0.10 0.20 0.004 0.008

D 3.90 4.10 0.154 0.161

D2 2.70 2.90 0.106 0.114

e 0.50BCS 0.02BSC

Ne 2.50BCS 0.1BCS

Nd 2.50BCS 0.1BCS

E 3.90 4.10 0.154 0.161

E2 2.70 2.90 0.106 0.114

L 0.25 0.35 0.01 0.014

h 0.30 0.40 0.012 0.016
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